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ISradimas priklauso porétos medziagos (akyto silicio) savybiy modifikavimo sriciai ir gali bti panaudotas
vario sulfido dangy ant jos sudarymui, jgalinant sukurti dujoms jautry rezistyvinj elements,

Siekiant gauti elektrai laidZias vario sulfido dangas ant akyto silicio padéklo, pastarasis sierinamas 0,002
mokI" politionato rigsties tirpale, nuplaunamas vandeniu ir veikiamas vario () druskos su hidochinonu
tirpalu.
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ISradimas priklauso porétos medziagos (akyto silicio) savybiy
modifikavimo sri¢ial ir gali biiti panaudotas vario sulfido dangy ant jos
sudarymui, jgalinant sukurti dujoms jautry rezistyvinj elementa.

Zinomas elektrai laidziy sulfidiniy dangy gavimo budas, kai
polimerinés medziagos sierinamos $arminiu sieros tirpalu, nuplaunamos
pariigStintu vandeniu ir po to veikiamos vario druskos tirpalu (Ziiir. buv.
TSRS autor. liud. Nr. 895542, TPK B 05 D 5/12, C 23 C 3/02, 1982).

Sio bido trikumai tame, kad sulfidinés dangos gautos ant Sarmuose
neyranély polimeriniy medziagy. Siame iSradime naudojamas didelés
koncentracijos (~2 moll") stipriai $arminis sieros tirpalas, o tai tinka ne
visiems polimerams, nes kai kurie i$ jy neatspariis $armams ir hidrolizinasi.
Be to, naudojami vario druskos tirpalai néra stabilis.

Artimiausias sifilomam sprendimui yra elektrai laidZziy dangy ant
polietileno gavimo biidas, kai pradzioje maZo tankumo polietileno plévelé yra -
sierinama politionato riigsties tirpale, nuplaunama vandeniu ir veikiama vario -
druskos su hidrochinonu tirpalu (Lietuvos Respublikos patentas LT 4111 B,
TPK B 05D 5/12, C 23 C 3/02, 1997).

Sio budo trikumas tas, kad gautos sulfidinés dangos ant lankstaus
padéklo (mazo tankumo pohetlleno) kurio negalima kaitinti iki auks$ty
temperatiiry (400-500°C) ir kuris sunkiai integruojamas su elektroninémis
schemomis.

Sitlomo 18radimo tikslas — gauti vario sulfido dangas ant akyto silicio,
naudojant riigsty sierinimo tirpala — politionato riigstis,- kadangi silicis tirpsta
Sarmuose.

Tikslas pasiekiamas tuo, kad akyto silicio plokstele sierinama 0,002
mol 1™ politionato riugsties H,S,0s, kur n — vidutinis sieros atomy skaiéius
molekuléje, tirpale, nuplaunama vandeniu ir veikiama vario (II) druskos su
reduktoriumi (hidrochinonu) tirpalu.

PAVYZDYS:

Akyto silicio sluoksnis gaunamas (100) kristalografinés orientacijos n-

tipo elektrinio laidumo ir 1Qcm™ specifinés varos silicio monokristalo
plokstele ésdinant elektrolite HF+C,H;OH (1:1), esant srovés tankiui 10-50
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mA 10-60 minuCiy. Po to gautas akytas silicis padengiamas izoliuojanéiu
silicio oksido sluoksniu, centrlfuguOJant ant jo etoksisilano spiritinj tirpalg ir
dziovinant 1 valandq 300°C temperatumje Taip paruosti bandiniai veikiami
maisomu 60°C temperatiiros 0,002 mol 1™ politionato rigities H»S,O¢ (n 33)
tirpalu 120 minuéiy, plaunami 2+5 s vandeniu ir merkiami | 0,4 moll" vario
(I) sulfato su 0,1 moll" hidrochinono priedu tirpala. Siuo 50-80°C
temperatiiros tirpalu sierinti akyto silicio su silicio oksido sluoksniu padéklai
veikiami 5-10 minu¢iy, po to 2+5 s plaunami vandeniu. Matuojama sausy
padekly su vario sulfido danga pavir$iaus varza. Pavir$iaus varzos dydis yra
100 + 550 k/Z. Duomenys pateikti lenteléje.

lentelé
Medziaga Sierinimo salygos Veikimo vario Pavir$iaus
druskos tirpalu varza,
salygos kQ/
Tempera | Trukme, | Tempera | Trukme,
tiira, °C min. tiira, °C min,
Akyto silicio su izoliuojangiu 60 120 80 10 100-120
silicio oksido sluoksniu == - -“- 5 180-210
padeklas (ésdinimo srovés e - 50 10 430-550
tankis-30 mA, trukme-30 min.
MaZo tankumo polietileno B R 80 . 0,76-0,80
plevelé 5 0,14-0,20
-4 - 50 10 0,09-0,12

Gavus vario sulfido dangg ant akyto silicio su izoliuojanéiu silicio
oksido sluoksniu padéklo, pastarasis tampa laidus elektros srovei. Si savybé
igalina panaudoti modifikuota padékla dujoms jautraus rezistyvinio elemento
kiirimui.

Sialomas i3radimas, palyginus ji su Zinomu, pasizymi $iais privalumais:

- 8is padeklas yra suderinamas su silicio planarine technologija, todél
gali biiti integruotas su elektroninémis schemomis ant vieno
padéklo. Jutikliy formavimui ant to paties padéklo daznai biitina
auksta temperatiira. Akyto silicio padékla galima kaitinti iki auksty
temperatiiry, pavyzdziui, 400-500°C,

- akyto silicio padékle yra smulkios poros, biitinos vario sulfido
dangy formavimui sorbciniu-difuziniu metodu.
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ISRADIMO APIBREZTIS

Elektrai laidziy; vario sulfido dangu ant akyto silicio gavimo bidas,
kuriame polimerines medziagas sierina politionato rii¢sties tirpale, nuplauna
vandeniu, po to veikia vario (II) druskos su hidrochinor:u tirpalu, be si-

skirtantis tuo, kad kaip polimering medziaga naudoja kristalinio
akyto silicio padékla.
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